
講演募集分科・プログラム編集委員

本部・現地実⾏委員

現地実⾏委員の先⽣には、講演会期間中のアルバイトの学⽣を集めてもらいました。

会⻑ 保⽴ 和夫 (東⼤)

副会⻑ 財満 鎭明 (名⼤) ⾦丸 正剛 (産総研)

横⼭ 直樹 (富⼠通)

講演会企画運営委員⻑ 宮本 恭幸 (東⼯⼤)

講演会企画運営副委員⻑ 平本 俊郎 (東⼤)

実⾏委員⻑ 國分 泰雄 （横国⼤)

実⾏副委員⻑ ⽔野 智久 （神奈川⼤）

委員 武⽥ 淳 （横国⼤) 星野 靖 （神奈川⼤）

荒川 太郎 （横国⼤) 松⽊ 伸⾏ （神奈川⼤）

⽚⼭ 郁⽂ （横国⼤) 本橋 輝樹 （神奈川⼤）

⼭梨 裕希 （横国⼤) 寺島 岳史 （神奈川⼤）

     現地実⾏委員（横浜国⽴⼤学、神奈川⼤学）

     本部(応⽤物理学会)

⼤分類分科名　Category Section 委員(所属)
下線は⼤分類分科代表⼜は合同セッション代表

13.1 Si系基礎物性・表⾯界⾯・シミュレーション Fundamental properties, surface and interface, and
simulations of Si related materials 蓮沼隆(筑波⼤),嵯峨幸⼀郎(ソニー),森伸也(阪⼤)

13.2 探索的材料物性・基礎物性 Exploratory Materials, Physical Properties, Devices ⼭⼝憲司(量研機構),末益崇(筑波⼤)
13.3 絶縁膜技術 Insulator technology ⼿賀直樹(⽇⽴),⼩⼭正⼈(東芝)

13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 Si wafer processing /Si based thin film
/MEMS/Integration technology

上野和良(芝浦⼯⼤),野⼝隆(琉球⼤),⾓嶋邦之(東⼯
⼤),佐々⽊実(豊⽥⼯⼤),後藤正英(NHK),曽根正⼈(東
⼯⼤)

13.5 デバイス／集積化技術 Semiconductor devices and related technologies 右⽥真司(産総研),⼊沢寿史(産総研),齋藤真澄(東芝)
13.6 Semiconductor English Session Semiconductor English Session ⼩⼭正⼈(東芝)

13.7 ナノ構造・量⼦現象 Nano structures and quantum phenomena 宮澤俊之(富⼠通研),井原章之(京⼤),尾崎信彦(和歌⼭
⼤),岡本創(NTT物性研)

13.8 化合物及びパワー電⼦デバイス・プロセス技術 Compound and power electron devices and process
technology

中村成志(⾸都⼤),塩島謙次(福井⼤),牧⼭剛三(富⼠通
研),佐藤威友(北⼤)

13.9 光物性・発光デバイス Optical properties and light-emitting devices 児島貴徳(阪⼤),國本崇(徳島⽂理⼤),深⽥晴⼰(⾦沢⼯
⼤),篠崎健⼆(産総研)

13.10 化合物太陽電池 Compound solar cells 杉⼭睦(東理⼤),⼋⽊修平(埼⽟⼤)
15.1 バルク結晶成⻑ Bulk crystal growth 横⽥有為 (東北⼤)
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 II-VI and related compounds 阿部友紀 (⿃取⼤),⽥橋正浩 (中部⼤)
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 III-V-group epitaxial crystals/Fundamentals of epitaxy 杉⼭正和(東⼤),荒井昌和(宮崎⼤)

15.4 III-V族窒化物結晶 III-V-group nitride crystals ⽚⼭⻯⼆ (阪⼤),⾼橋邦⽅ (パナソニック),⼤⽮昌輝 (エル
シード),太⽥実雄 (東⼤),村上尚 (農⼯⼤)

15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶 Group IV crystals and alloys 澤野憲太郎 (東京都市⼤)
15.6 IV族系化合物（SiC） Group IV Compound Semiconductors (SiC) ⽮野裕司(筑波⼤)

15.7 結晶評価，不純物・結晶⽋陥 Crystal evaluation, impurities and crystal defects 沓掛健太朗(東北⼤),⼩野敏昭(SUMCO),仮屋崎弘昭
(グローバルウェーハズ・ジャパン)

16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス Fundamental properties, evaluation, process and devices
in disordered materials 吉⽥憲充(岐⾩⼤),梶原浩⼀ (⾸都⼤),斎藤全(愛媛⼤)

16.2 エナジーハーベスティング Energy Harvesting 花村克悟(東⼯⼤), ⼤川 和宏(東京理科⼤)

16.3 シリコン系太陽電池 Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
⼩出直城 (シャープ),寺川朗 (パナソニック),⽯河泰明 (奈
良先端⼤),傍島靖(阪⼤),⾼橋 勲(名⼤),宮島晋介(東⼯
⼤)

17.1 カーボンナノチューブ，他のナノカーボン材料 Carbon nanotubes & other nanocarbon materials

17.2 グラフェン Graphene

17.3 層状物質 Layered materials

合同セッションＫ
「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
Joint Session K
"Wide bandgap oxide semiconductor
materials and devices"

This is  a joint session of 6.3 Oxide-based electronics,
6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and
Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and
multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.

廣瀬靖(東⼤),⽊下健太郎 (⿃取⼤),中村吉伸 (東⼤),
⼟屋哲男 (産総研),阿部友紀 (⿃取⼤),⽥橋正浩 (中部
⼤),川原村敏幸(⾼知⼯科⼤)

合同セッションM
「フォノンエンジニアリング」
Joint Session M
"Phonon Engineering"

This is  a joint session of 9.4 Thermoelectric
conversion, 13.7 Nano structures and quantum
phenomena and 17 Nanocarbon Technology.

粟野祐⼆(慶⼤),塩⾒ 淳⼀郎(東⼤),野村 政宏 (東⼤),
⾺場寿夫(JST),⼭本貴博(東理⼤)

中分類分科名

　9.4熱電変換，13.7ナノ構造・量⼦現象，17ナノカーボンで企画した
合同セッションです．

佐藤信太郎 (富⼠通研),野内亮 (⼤阪府⽴⼤),吹留博
⼀ (東北⼤),⻑汐晃輔 (東⼤),前橋兼三 (農⼯⼤),神⽥
晶申 (筑波⼤),藤井健志,(富⼠電機),根岸良太(阪⼤),
保⽥諭(北⼤),乗松航(名⼤)

　薄膜・表⾯の6.3酸化物エレクトロニクス，6.4薄膜新材料，および結
晶⼯学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションで
す．

13 半導体
Semiconductors

17 ナノカーボン
Nanocarbon Technology

16 ⾮晶質・微結晶
Amorphous and Microcrystalline
Materials

15 結晶⼯学
Crystal Engineering


